oraz szybki start emisji elektronéw. Niebagatelne znaczenie ma
réwniez fakt, ze w przeciwienstwie do klasycznych lamp fluo-
rescencyjnych (z rtecia) sa one przyjazne dla Srodowiska.

Autorzy dziekuja dr hab. P. Diuzewskiemu oraz dr M. Kozio-
wskiemu za wykonanie zdjecia TEM.
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Metoda elementéw skonczonych (MES) w zastosowaniu
do nanokrystalicznych warstw weglowo-palladowych
otrzymywanych metoda PVD
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TInstytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,
2Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nanostrukturalne warstwy charakteryzuja sie unikatowymi
wiasnosciami w poréwnaniu z konwencjonalnymi powtokami.
Szczegolnie dotyczy to odpowiednich wtasciwosci mecha-
nicznych, termicznych, powierzchniowych, optycznych lub ak-
tywnosci chemicznej i biologicznej. Dynamiczny rozwoj
nowych technologii oraz miniaturyzacja powodujg wzrost
mozliwo$ci wytwarzania nowych nanomateriatow, co stwarza
nowe mozliwosci ich zastosowania w réznego typu urzadze-
niach. Jednym z ciekawych materiatow sg kompozytowe
warstwy nanostrukturalne weglowo-palladowe. Warstwy takie
moga znalez¢ szerokie zastosowanie, na przykiad w detekto-
rach stuzacych do wykrywania wodoru i jego zwigzkow w sta-
nie gazowym i ciekltym, przy sktadowaniu wodoru oraz
w elementach sensoréw biologicznych. Detektory stuzace do
pomiaru stezenia gazéw, maja szerokie zastosowanie gtéwnie
w technologiach przemystowych oraz w badaniach skazenia
$rodowiska. Oprocz wysokiej czutosci na mate stezenia
gazéw powinny charakteryzowac sig odpornoscia na zmiany
warunkow otoczenia takie jak temperatura oraz agresywne
czynniki chemiczne.

W tym artykule zostaty przedstawione wyniki prac zwiaza-
nych z modelowaniem struktury takich kompozytowych na-
nokrystalicznych warstw weglowo-palladowych oraz ich
wiasnosci termicznych i mechanicznych.

Metoda otrzymywania i wiasciwosci
warstw

Technologia otrzymywania nanostrukturalnych warstw weg-
lowo-palladowych zostata opracowana w Instytucie Tele- i Ra-
diotechnicznym. W zaleznoéci od parametrow procesu takich
jak temperatura podtoza, temperatury zrodet, odlegtosci zro-
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Rys. 1. Zdjecie TEM warstwy weglowo-palladowej
Fig. 1 TEM image of carbonaceous-palladium film

det od podtoza powstaje warstwa ztozona z nanokrystalitow
metalu umieszczonych w matrycy weglowej [1]. Na rys. 1
przedstawiony jest obraz z elektronowego mikroskopu trans-
misyjnego (TEM) fragmentu warstwy palladowo-weglowej,
ktora tworzy matryca weglowa i osadzone w niej nanokrysta-
lity palladu.

Modelowanie struktury oraz wlasciwosci

Uzyskiwane warstwy maja wiasciwosci uzaleznione od
ksztattu i rozmiaru nanoczasteczek palladu, sposobu prze-
strzennego rozmieszczenia ich w weglowej matrycy, po-
wierzchni wiasciwej oraz energii powierzchniowej. Ze wzgledu
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